	KP型普通晶闸管与KA型高频晶闸管的测量方法

	No.
	万用表类型
	测量档位
	晶闸管(单向可控硅)的被测管脚
	正常状态
	损坏状态

	1
	数字式万用表
	二极管档
	阳极A（红线）与阴极K（螺钉）
（正反向电阻值）
可控硅上下两端
	无穷大（∞）
	1）为零，晶闸管内部击穿短路而不可用；

2）示值很小，晶闸管漏电而不可用。

	
	指针式万用表
	R×1kΩ档
	
	
	

	2
	数字式万用表
	二极管档
	阳极A（红线）与门极G（白线）

（正反向电阻值）
	0.006～0.020
	1）为零，晶闸管内部击穿短路而不可用；

2）为∞，晶闸管内部开路而不可用。

	
	指针式万用表
	R×1Ω档
	
	15Ω～25Ω
	

	3
	数字式万用表
	二极管档
	门极G（白线）与阴极K（螺钉）

（正反向电阻值）
	无穷大（∞）
	为零，晶闸管内部击穿短路而不可用；

	
	指针式万用表
	R×1Ω档
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逆变可控硅（KA12-012）阳极A与阴极K被压紧后 的正反向电阻值约为1.5kΩ。


万用表测量的结果只能用来判断是否损坏坏了不能用来判断是否是好的可用品。参数的测量要用专业仪器。比如正向断态及反向阻断电压测试，门极触发电流电压与维持电流的测试，正向通态电压测试，逆变脉冲、整流脉冲等等。
KGPS型可控硅中频电源，IGBT晶体管中频电源，IGBT超音频感应加热电源。

判断不同晶闸管好坏的方法

测量门极G与阴极K之间的正、反向电阻值，正常时应有类似二极管的正、反向电阻值(实际测量结果要较普通二极管的正、反向电阻值小一些)，即正向电阻值较小(小于2 kΩ)，反向电阻值较大(大于80 kΩ)。若两次测量的电阻值均很大或均很小，则说明该晶闸管G、K极之间开路或短路。若正、反电阻值均相等或接近，则说明该晶闸管已失效，其G、K极问PN结已失去单向导电作用。 
测量阳极A与门极G之间的正、反向电阻，正常时两个阻值均应为几百千欧姆(kΩ)或无穷大，若出现正、反向电阻值不一样(有类似二极管的单向导电)。则是G、A极之间反向串联的两个PN结中的一个已击穿短路。 
(3)触发能力检测：对于小功率(工作电流为5 A以下)的普通晶闸管，可用万用表R×1档测量。测量时黑表笔接阳极A，红表笔接阴极K，此时表针不动，显示阻值为无穷大(∞)。用镊子或导线将晶闸管的阳极A与门极短路(见图2)，相当于给G极加上正向触发电压，此时若电阻值为几欧姆至几十欧姆(具体阻值根据晶闸管的型号不同会有所差异)，则表明晶闸管因正向触发而导通。再断开A极与G极的连接(A、K极上的表笔不动，只将G极的触发电压断掉)。若表针示值仍保持在几欧姆至几十欧姆的位置不动，则说明此晶闸管的触发性能良好。
大功率普通晶闸管，因其通态压降VT维持电流IH及门极触发电压Vo均相对较大，万用表R×1 kΩ档所提供的电流偏低，晶闸管不能完全导通，故检测时可在黑表笔端串接一只200 Ω可调电阻和1～3节1．5 V干电池(视被测晶闸管的容量而定，其工作电流大于100 A的，应用3节1．5 V干电池)，如图3所示。 
也可以用图4中的测试电路测试普通晶闸管的触发能力。电路中，vT为被测晶闸管，HL为6．3 V指示灯(手电筒中的小电珠)，GB为6 V电源(可使用4节1．5 V干电池或6 V稳压电源)，S为按钮，R为限流电阻。 
当按钮S未接通时，晶闸管VT处于阻断状态，指示灯HL不亮(若此时HL 亮，则是vT击穿或漏电损坏)。按动一下按钮S后(使S接通一下，为晶闸管VT的门极G提供触发电压)，若指示灯HL一直点亮，则说明  晶闸管的触发能力良好。若指示灯亮度偏低，则表明晶闸管性能不良、导通压降大(正常时导通压降应为1 v左右)。若按钮S接通时，指示灯亮，而按钮S断开时，指示灯熄灭，则说明晶闸管已损坏，触发性能不良。 (1)判别各电极：用万用表R×1或R×10档分别测量双向晶闸管三个引脚间的正、反向电阻值，若测得某一管脚与其他两脚均不通，则此脚便是主电极T2。 找出T2极之后，剩下的两脚便是主电极Tl和门极G3。测量这两脚之间的正、反向电阻值，会测得两个均较小的电阻值。在电阻值较小(约几十欧姆)的一次测量中，黑表笔接的是主电极T1，红表笔接的是门极G。 螺栓形双向晶闸管的螺栓一端为主电极T2，较细的引线端为门极G，较粗的引线端为主电极T1。

一、可控硅的特性：可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、门极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1（T1），第二阳极A2（T2）、门极G三个引出脚。
仅单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压，同时门极G与阴极间加上所需的正向触发电压时，方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态，阳极 A与阴极K间压降约1V。单向可控硅导通后，控制器G即使失去触发电压，只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压，单向可控硅继续处于低阻导通状态。只有把阳极A电压拆除或阳极A、阴极K间电压极性发生改变（交流过零）时，单向可控硅才由低阻导通状态转换为高阻截止状态。单向可控硅一旦截止，即使阳极A和阴极K间又重新加上正向电压，仍需在门极G和阴极K间有重新加上正向触发电压方可导通。单向可控硅的导通与截止状态相当于开关的闭合与断开状态，用它可制成无触点开关。
　　双向可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间，无论所加电压极性是正向还是反向，只要门极G和第一阳极A1间加有正负极性不同的触发电压，就可触发导通呈低阻状态。此时A1、A2间压降也约为1V。双向可控硅一旦导通，即使失去触发电压，也能继续保持导通状态。仅第一阳极A1、第二阳极A2电流减小，小于维持电流或A1、A2间当电压极性改变且没有触发电压时，双向可控硅才截断，此时只有重新加触发电压方可导通。
四、双向可控硅的检测
　　用万用表电阻R*1Ω挡，用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻，结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时，该组红、黑表所接的两引脚为第一阳极A1和门极G，另一空脚即为第二阳极A2。确定A1、G极后，再仔细测量A1、G极间正、反向电阻，读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1，红表笔所接引脚为门极G。将黑表笔接已确定的第二阳极A2，红表笔接第一阳极A1，此时万用表指针不应发生偏转，阻值为无穷大。再用短接线将A2、G极瞬间短接，给G极加上正向触发电压，A2、A1间阻值约10欧姆左右。随后断开A2、G间短接线，万用表读数应保持10欧姆左右。互换红、黑表笔接线，红表笔接第二阳极A2，黑表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转，阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接，给G极加上负的触发电压，A1、A2间的阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线，万用表读数应不变，保持在10欧姆左右。符合以上规律，说明被测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。
